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設計データ計測システム「DesignGauge」を開発 

マスク開発期間を大幅に短縮 

 

 株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：林 將章／以下、日立ハイテク）は、半導体

デバイスの設計開発効率や生産歩留まりの向上に役立つ、マスク設計データ計測システム

「DesignGauge（デザインゲージ）」を新たに開発し、このたび市場投入しました。 

 

 半導体デバイスの生産においては、リソグラフィープロセスでの液浸露光技術導入の本格化に

より、４５ｎｍ世代以降への微細化が加速しています。一層の微細化に伴い、異物に起因する欠

陥の低減だけではデバイス生産の歩留まり向上が徐々に困難となっており、設計データの修正ま

でさかのぼって対策するＤＦＭ（Design For Manufacturability）への対応が要求されてきてい

ます。 

半導体ウェーハに回路パターンを露光、転写する場合、光の回折効果でマスクパターンと実際

のパターンとの間にずれが生じます。このずれを解消するために、光の近接効果を考慮してマス

クに補正をかけるＯＰＣ（*1）処理を行っていますが、微細化の進展に伴いＯＰＣ処理が複雑化

し、マスクに起因する欠陥が歩留まり向上を阻害する大きな要因となってきています。 

 

 今回開発した「DesignGauge」は、マスクパターン設計データと測長ＳＥＭ（*2）で計測した

ウェーハ上の回路パターンの画像データを高精度に照合比較するシステムです。 

本システムは、設計データを利用することにより、従来は測長ＳＥＭを使用しなければ作成で

きなかった測定レシピを、オフラインで作成可能にしています。さらに、測定レシピに基づき測

長ＳＥＭをリモート制御することで、マスクパターン設計データとウェーハに転写されたテスト

パターンを自動的に照合してＯＰＣモデル作成用のデータを取得します。 

「DesignGauge」の導入により、大量なＯＰＣモデル作成用のデータ取得作業が高効率化でき、

データ取得期間を従来に比べ約５分の１にまで大幅に短縮できます。 

 

 日立ハイテクは、今回開発した「DesignGauge」のパターン照合技術の精度をさらに向上させ、

設計データを活用した新たな計測技術を確立することで、世界市場でトップシェアを誇る測長Ｓ

ＥＭの付加価値をさらに高めていきます。同時に、微細化が進む最先端プロセスにおける計測ニ

ーズに応えるため、ＤＦＭに対応した計測技術、システムの開発を推進していきます。 

 

 

（*1）ＯＰＣ：Optical Proximity Correction（光学近接効果補正) 

（*2）測長ＳＥＭ：半導体ウェーハ上に転写された微細な回路パターンの寸法を測定(測長)する

ための走査型電子顕微鏡



 

【「DesignGauge」の主な特長】 

１）オフラインレシピ作成機能 

設計データを活用することにより、従来は測長ＳＥＭを使用しないとできなかった測定レシピ

作成作業が、装置を使用せずにオフラインで実施できる。 

２）リモートコントロール機能 

「DesignGauge」を使用して作成した測定レシピの実行により、測長ＳＥＭはリモート制御さ

れ、設計データと半導体パターンを照合比較しながら、測定レシピ上で指定された測定点のＳ

ＥＭ画像データを取得する。また、取得した画像は「DesignGauge」に保存される。 

３）設計データを活用した測長機能 

通常の測長ＳＥＭに搭載されている測長機能に加えて、マスクパターン設計データと半導体パ

ターンの寸法の差を測長する機能が搭載されている。 

４）再測長機能 

「DesignGauge」に保存されたＳＥＭ画像を使用して、再度、測長機能を実行させることがで

きる。 

 

 
測長ＳＥＭ 「Ｓ－９３８０Ⅱ」 

 

■お問い合わせ先 

半導体製造装置営業統括本部 評価装置営業本部 アプリケーション技術部 

担当：栄井 

 ＴＥＬ：０３－３５０４－５５９３ 

   

■報道機関お問い合わせ先 

社長室 広報・ＩＲグループ 担当：塩澤 

ＴＥＬ：０３－３５０４－５６３７ 


